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Полупроводниковые зеркала с насыщающимся поглощением [1] на основе тернарных и кватернарных соединений A3B5 являются основным элементом для режима синхронизации мод суб-пикосекундных лазеров в области спектра от  ближней до средней  инфракрасной.  К таким элементам предъявляются не только высокие требования со стороны физики и техники полупроводников (высокое кристаллическое качество, механическая прочность в некотором температурном диапазоне, характерном для их работы), но и высокие оптические требования.  Кроме очевидных оптических требований − иметь высокий коэффициент отражения в спектральной области, совпадающей с областью усиления лазера, необходимый уровень насыщаемых потерь и низкий уровень ненасыщаемых оптических потерь − для лазеров с высокой частотой следования суб-пикосекундных импульсов важна скорость восстановления насыщающегося поглотителя. 

В докладе сообщается о зеркалах с насыщающимся поглощением на основе квантовых ям с «толстыми» барьерами [2]; о разработке и тестировании зеркала, сочетающего функции насыщающегося поглощения и компенсации дисперсии групповых скоростей [3]; о пост-ростовой обработке структур с целью укорочения времени восстановления зеркал [4], о зеркалах с наноструктурированными барьерами [5]. Обсуждаются результаты и перспективы развития методов характеризации оптических свойств.
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